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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

高機能なCMOS-MEMSシステムを簡便に得る方法として，チップレベル接合技術
（チップ）に期待が高まるが，数百万個に至る数μm角のパッドを接合する際に，
バンプ同士がすべってずれてしまうという問題が生じる場合がある。この問題に対
して，奥歯のかみ合わせにヒントを得て，自然（パッシブ）に位置合わせが出来る
構造を構想し，テスト構造を設計試作検証している。成果を国際会議で発表した。

実験
Experimental

図１（a）に示すプロセスを用い、武田先端知ビルスーパークリーンルームにて試
作を行った。位置合わせ確認を容易にするため、溶融石英基板を用いた。基板は武
田先端知で共同購入して頒布されるものを利用した。LL式高密度汎用スパッタリン
グ装置（CFS-4EP-LL)を用いてCr(50nm)Au(300nm）配線兼メッキ種層を形成し、
続けてCr(50nm）SiO2（１μｍ）の絶縁層を形成した。高速大面積電子線描画装置
（F5112+VD01)を用い、共同購入レジストOEBR-CAP112をレジスト膜として描
画を行い、位置合わせパッドならびにその内部にかみ合わせの為に意図的に形成す
る絶縁膜の凸部を描画。汎用ICPエッチング装置（CE-300I）でSiO2をエッチング
した。引き続き、高速大面積電子線描画装置で描画・自動現像装置・アッシング装
置 F A - 1、エッ チ ン グ装置 を 利 用 して作製し た 5 イ ン チ フォトマ スクを 用
い、ZPN-1150（ネガレジスト、膜厚４μm）で位置合わせ露光を光リソグラフィ
装置（MA-6)で行いモールドを形成し、金メッキ装置（山本鍍金試験器）でバンプ
形状を形成した。配線は厚膜レジスト（AZ P4620、膜厚５μｍ）でバンプ形状を
カバーし、SiO2/Cr/Au/Cr構造を順にエッチングして形成した。

結果と考察
Results and Discussion

図１（ｂ）に示す通り、配線付きのバンプ形状を作製することができた。下地
のSiO2パターンの有無によってバンプ頭部に凹凸の違いが得られたが、メッキの進
行につれて凹凸が平坦化されてゆき、形状および精密フリップチップボンダーによ
る位置合わせの結果について、当初の目論見程の効果を得ることは難しいことがわ
かった。
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Figures, Tables and

Equations 1

図1 自己整合位置合わせを試行した凹凸バンプ構造作製プロセス(a)と作製結果の
例(b)
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